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1．まえがき 

 金属-絶縁体-半導体(MIS)構造はゲートリー

ク電流(Ig)の低減やゲートに高バイアス電圧を

印加することを可能にする。前回までの報告に

おいて、ゲート金属に白金族である Pd や Pt を

用いた Pt(Pd)/Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMT に

対し、フォーミングガス(FG)雰囲気中でゲート

金属形成後の熱処理(PMA)を行う場合、動的な

閾値シフト(⊿Vth)の低減が比較低温のアニー

ル温度で得られることを報告した[1-3]。特に前

回は、Pt を用いた場合に 400℃での PMA によ

って⊿Vthが大きく低減されるのに対し、600℃

の PMA では低減された⊿Vth が元に戻ってし

まうことを報告した。そこで本研究では、Pt を

用いた MIS-HEMT の電気特性について、400℃

付近の PMA 温度依存性を評価し、最適な PMA

温度により AlGaN/GaN MIS-HEMT の I-V 特性

を向上させることを目的として研究を行った

ので、その結果を報告する。 

2．実験方法 

 ALD-Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMT はこれま

での報告と同様にして作製した[1-3]。デバイス

形成後、300、400、500℃で 1 分間 FG-PMA 

(H2:N2 = 1:9)を行い、電気特性を評価した。 

3．結果 

 Fig. 2 に⊿Vthおよびゲート電圧に 8 V を印

加した際の Igの PMA 温度依存性を示す。Fig. 

2 より、PMA 温度が 300℃以上となると⊿Vth

が減少し、反対に Igは上昇することが分か

る。これは、300℃以上の温度で Pt 中で解離

した水素原子が Al2O3 中に拡散し、Al2O3/ 

AlGaN 界面近傍にある電子捕獲準位を消滅さ

せるのに対し、絶縁膜中に導入された水素原

子が電流のリークパスとなり Igが上昇したと

考えられる。⊿Vthが最も減少したのは PMA

温度が 500℃の条件であり、前回の結果から

500℃以上で水素の脱離が起こって⊿Vthの値

が上昇することが考えられる。本研究より、

⊿Vthは 400℃~500℃の比較的低温の FG-PMA

で抑制できることが分かったので、Igをより

抑制できる SiO2 との 2 層絶縁膜とすることに

よって、比較的低温のプロセスで⊿Vthおよび

Igを抑制できると考えられる。Pt を触媒とし

て作製した SiO2/Al2O3/AlGaN/GaN MIS-HEMT

について、⊿Vthおよび Igの低減が得られた。 
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Fig. 2 Dependence of ⊿Vth and Ig on the FG-
PMA temperature. 
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